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Motivacion

Los capacitores metal-6xido-semiconductor (MOS) de pelicula delgada son de interés por sus
propiedades o6pticas y electronicas, estabilidad térmica, asi como por la posibilidad de
obtener valores de capacitancia del orden de micro Farads por centimetro cuadrado. Estos
dispositivos tienen aplicaciones en almacenamiento de energia, osciladores o incluso
circuitos caoticos por la posibilidad de obtener capacitancias negativas. Para la fabricacion de
estos dispositivos, es necesario depositar una pelicula de espesor nanomeétrico de un 6xido
sobre un metal, seguido del depdsito de un semiconductor sobre el 6xido. Las condiciones de
depdsito influyen en las propiedades estructurales y épticas de la pelicula, en particular en la
funcién dieléctrica compleja, para la cual se buscard, modificando las condiciones
experimentales, incrementar la parte real y disminuir la parte imaginaria, manteniendo un
espesor uniforme y estableciendo la fase cristalina adecuada del material depositado.

Objetivo

Establecer el comportamiento de la funcién dieléctrica compleja de 6xidos metdlicos en
funcién de los ciclos de doblado de la estructura flexible.

Metodologia

Se depositaran 6xidos metalicos de cerio, gadolinio y cobalto sobre cintas metalicas flexibles
Hastelloy c-276. Los depdsitos se realizaran por “spin coating” en tres pasos y el calcinado
para cristalizacion se llevara a cabo en una mufla a una temperatura de 550 °C. La funcién
dieléctrica se medira en un elipsdmetro espectroscépico y se modelara por medios efectivos.
Estas mediciones y modelado se repetiran después de 10, 50, 100, 250, 500, 750y 1000 ciclos
de doblado de la estructura. Los posibles cambios estructurales se evaluaran por
espectroscopia Raman. Se medira también la impedancia eléctrica compleja de los
dispositivos en un analizador de impedancia.

Calendario de actividades

Junio-Agosto 2024: Revision del estado del arte de capacitores MOS en la literatura cientifica.
Familiarizacidon con los equipos de depdsito y caracterizacion.
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Septiembre 2024-Febrero 2025: Revision del estado del arte de capacitores MOS en la
literatura cientifica. Depdsito de peliculas delgadas. Caracterizaciéon y modelado de los
espectros de elipsometria.

Marzo — Mayo 2025: Revision del estado del arte de capacitores MOS en la literatura cientifica.
Depésito de peliculas de semiconductor sobre el 6xido. Medicidn de la impedancia eléctrica.

Junio - Julio 2025: Revisién del estado del arte de capacitores MOS en la literatura cientifica.
Redaccion del documento de tesis.

Agosto 2025: Presentacion de los exdamenes previo y de grado.

Materias sugeridas

Electronica Analdgica, Optimizacion, Procesamiento de sefiales en tiempo real
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